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議　　文　　の　　要　　旨

　S1集積回路（IC，LSI）は高度情報化社会を支えるキーデバイスであり，微細化による高速化，高機能化が図

られてきた。しかしながら近年，デバイスの微細化の限界が見え始め，それに伴い今までは問題とならなかった

様々な要素の影響が問題となってきた。そこで一層の高集積化を進めるためにプロセスの低温化，原子レベルで

の薄膜成長制御，界面平坦性及び急峻性の制御等に大きな関心が寄せられている。本論文では，原子層レベルで

の結晶成長制御に秀でた分子線エピタキシー（翻o1ec曲r　be棚e凶axy：MBE）法を用い，近年注目されている下

記の3テーマ，すなわち，1）旺溶液処理によるS1基板表面の清浄化，2）鵬02照射によるSi（111）表面への

B（ホウ素）の吸着量制御とSi，GeのMBE成長に与える影響ヨ3）Si表面へのPtS1（自金シリサイド）層の形

成とSi／PtSi／S1構造の作製，について研究を行っている。

　Si基板表面に薄膜成長を行う前には，清浄なS1表面を得ておくことが不可欠である。Si－MBEでは，通常800℃

以上の高温熱処理により酸化膜除去を行っているが，表面が原子レベルでは平坦でない，Bが成長層界面に蓄積

する事等の問題がある。本論文では800℃以上の高温熱処理を行わ無くても，pHを調節した旺処理だけで充分

平坦な表面が得られることを，SiのMBE成長を行い服EED強度振動から明らかにしている。

　S1基板上へのMBE成長の分野では，新しいデバイスの作製を目的として，S1／Ge／Si歪超格子や原子層ドーピ

ング（あるいはδドーピング）構造の作製が注目されている。しかしS1とGeの格子定数の違いからSi上では

Geが数原子層以上になると，3次元島状成長になり，超格子を作製した場合もGeがSi中に染みだして，界面

が急峻でなくなることが問題になっている。これを防ぐために，表面に異種物質を吸着させて成長を行うサーファ

クタント・エピタキシーが注目されている。吸着物質としては，今までほとんどがn形ドーパント不純物につい

てのみ検討されていたが，本論文ではSiプロセスで最も一般的なp形ドーパントであるBについて，そのSi表

面への吸着とSi，Geの成長に与える影響，その際のBの表面偏析挙動について明らかにしている。

　また集積回路においてオーミック接触，ショットキー接合等の電極材料として多用されているPtSiについて

その形成法，PtSi層のSiキャップ層成長による埋め込みとその際のPtSiの安定性，について検討を行っている。

その結果，PtとSiを化学量論組成比（Pt／Si＝1／王）で同時蒸着することにより，si（O01），si（m）清浄表面上

に，従来の熱反応法で形成する場合に比べはるかに低温で，高配向のPtSi層を形成出来ることを明らかにした。
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また，1PtS1／Si構造上に比較的低温（～400℃未満）でSiを成長した場合にはPtS1層がS1中に埋め込まれるが，

基板温度～500℃以上でSiを成長すると，Siの成長過程でPtSi層が柱状に変形し事S1がその聞をエピタキシャル

に充填したコラムナー構造が形成されることを明らかにしている。

審　　査　　の　　要　　旨

　S1MBE成長で問題になっていた，低温での表面洗浄化，p形ドーパントのサーファクタントについて，’また，

同時蒸着法によるS1上へのPtS1のエピタキシャル成長について，綴密なデータを積み上げ，新しい現象を見つけ，

それを合理的に解釈している。更に，申請者自身がこれらの研究テーマを見い出し，それを解明し，その結果が

英文専門誌に多数掲載されている事は，課程博士コースの学生の博士（工学）学位論文として出色の出来である。

　よって，著者は博士（工学）の学位を受けるに十分な資格を有するものと認める。
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